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Procedimento per la saldatura di piastrine di semiconduttore su supporti di metallo non nobile.

Dopo che il supporto di metallo non nobile & stato
opportunamente riscaldato e prima e durante I'appli-
cazione di una pastiglia di materiale saldante destinata a
ricevere la piastrina di semi-conduttore, ’area di saldatu-
ra € investita con una fiamma di gas riducente (per esem-
pio, 20% di idrogeno e 80% di azoto ad una temperatura
inferiore a 570°C), che elimini gli eventuali prodotti di
ossidazione. La saldatura risulta cosi di buona qualita pur
senza ricorrere all’usuale placcatura di metallo nobile.
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RIVENDICAZIONI

1. Procedimento per la saldatura di piastrine di semicondut-
tore su supporti di metallo non nobile, comprendente I’applica-
zione di una pastiglia di materiale saldante su un supporto di
metallo non nobile preriscaldato alla temperatura di fusione di
detta pastiglia e la successiva deposizione della piastrina di se-
miconduttore sulla pastiglia medesima, caratterizzato dal fatto
che, subito prima e durante I’applicazione della pastiglia di ma-
teriale saldante, detto supporto metallico & investito con una
fiamma di gas riducente.

2. Procedimento secondo la rivendicazione 1, caratterizzato
dal fatto che detta fiamma & mantenuta ad una temperatura in-
feriore a 570°C.

3. Procedimento secondo la rivendicazione 1, caratterizzato
dal fatto che detto gas riducente ¢ a base di idrogeno.

4. Procedimento secondo la rivendicazione 3, caratterizzato
dal fatto che detto gas riducente & formato dal 20% di idrogeno
e dall’80% di azoto. '

La presente invenzione concerne un procedimento per la sal-
datura di piastrine di semiconduttore su supporti di metallo
non nobile secondo il preambolo della rivendicazione 1.

Un metodo attualmente di largo impiego nel campo dei se-
miconduttori prevede che un supporto metallico di materiale
non nobile (preferibilmente rame o sue leghe) sia sottoposto ad
una placcatura di metallo nobile (oro o argento) prima dell’ap-
plicazione del cosiddetto «preform», ossia di una pastiglia di
materiale metallico saldante che & sovrapposta al supporto me-
tallico dopo suo riscaldamento fino alla temperatura di fusione
del «preform» ed & a sua volta destinata a ricevere la piastrina
di semiconduttore.

La placcatura di metallo nobile, indispensabile per evitare
che I’ossidazione del sottostante metallo non nobile impedisca
Pottenimento di una buona saldatura, rappresenta un costo non
indifferente, che si riflette inevitabilmente sul costo del compo-
nente finito.

Scopo della presente invenzione ¢ quello di realizzare un
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procedimento di saldatura per 'impiego suddetto, che eviti il ri-
corso alla suddetta placcatura di metallo nobile, garantendo nel
contempo una saldatura di ottima qualita.

In accordo con I’invenzione tale scopo ¢ raggiunto attraver-
so un procedimento di saldatura, comprendente I’applicazione
di una pastiglia di materiale saldante su un supporto di metallo
non nobile preriscaldato alla temperatura di fusione di detta
pastiglia ¢ la successiva deposizione della piastrina di semicon-
duttore sulla pastiglia medesima, caratterizzato dal fatto che,
subito prima e durante P’applicazione della pastiglia di materia-
le saldante, detto supporfo metallico & investito con una fiam-
ma di gas riducente.

Detto in altre parole, il procedimento secondo P’invenzione
prevede che la funzione anti-ossido finora svolta dalla placcatu-
ra di metallo nobile sia ora affidata ad una fiamma di gas ridu-
cente che, investendo I’area di saldatura prima e durante I’ap-
plicazione del «preform», provoca I’eliminazione degli eventua-
li prodotti di ossidazione e garantisce cosi 'ottenimento di una
perfetta saldatura. Il risultato tecnico finale resta quindi inalte-
rato, ma, essendo evitato Pimpiego di un costoso metallo nobi-
le, il costo del processo & evidentemente ridotto e con esso il co-
sto del componente finito.

Naturalmente occorre scegliere con oculatezza sia il tipo di
gas che la temperatura della fiamma, il primo in modo da ga-
rantire il migliore effetto riducente, la seconda in modo da evi-
tare possibili contaminazioni della piastrina di semiconduttore.
In tal senso & attualmente previsto I'impiego preferito di un gas
a base di idrogeno (per esempio, 20% di idrogeno e 80% di
azoto) ad una temperatura di fiamma inferiore a 570°C.

Una volta effettuata la scelta piu giusta, il metodo secondo
Pinvenzione pud comunque essere considerato applicabile a pia-
strine di semiconduttore di vario genere, sia di tipo integrato
che discreto, quale ad esempio un transistore.

Inoltre esso pud essere impiegato per la produzione sia di
componenti singoli che di strisce di componenti separabili tra
loro a fine processo.

Infine non ¢ da escludere il suo impiego per la saldatura dei
fili metallici della piastrina ai contatti metallici che servono per
il collegamento esterno del componente.
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